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[57]申請專利範圍
1.　一種去除靜態隨機存取記憶體漏電流影響之電路，包含：一位元線對，包含一第一位元
線及一第二位元線；複數個記憶胞，跨接於該第一位元線及第二位元線之間；一預充電
電路，連接於該位元線對之一端，用於對該位元線對充電；一感測放大器，用於偵測該
位元線對之電壓差；以及一校正電路，串接於該複數個記憶胞及該感測放大器之間，用
以將可能有漏電流之第一位元線之電壓傳送至位於該校正電路和該感測放大器之間校正
後之該第二位元線，且將第二位元線之電壓傳送至位於該校正電路和該感測放大器之間
校正後之該第一位元線，並反應於該感測放大器之輸入端訊號，以消除因漏電流所產生
的影響，其中該校正電路包含：一第一電容，串接於該第一位元線；一第二電容，串接
於該第二位元線；一第一開關，一端連接於該第一電容上側之該第一位元線，另一端連
接該第二電容之下極板；以及一第二開關，一端連接於該第二電容上側之該第二位元
線，另一端連接該第一電容之下極板。
2.　根據請求項 1之去除靜態隨機存取記憶體漏電流影響之電路，其中該第一開關與第一位
元線連接之線路和該第二開關與第二位元線連接之線路係形成交叉。
3.　根據請求項 1之去除靜態隨機存取記憶體漏電流影響之電路，其中該第一開關及第二開
關係導通以將該第一位元線之電壓傳送至校正後之該第二位元線，且將該第二位元線之
電壓傳送至校正後之該第一位元線。
4.　根據請求項 1之去除靜態隨機存取記憶體漏電流影響之電路，其中該校正電路中之第一
位元線包含設於該第一電容兩側之第三開關及第四開關，該校正電路中之第二位元線包
含設於該第二電容兩側之第五開關及第六開關，用於控制將該第一及第二位元線於該第
一及第二電容上側之電壓耦合至該感測放大器之輸入端。
5.　根據請求項 4之去除靜態隨機存取記憶體漏電流影響之電路，其中該第一電容及第二電
容之上極板連接至一電壓源，並分別由一第七開關及一第八開關控制其導通。
6.　根據請求項 5之去除靜態隨機存取記憶體漏電流影響之電路，其中該第一、第二開關係
由一第一訊號控制導通，該第三、第四、第五及第六開關係由一第二訊號控制導通。
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7.　根據請求項 6之去除靜態隨機存取記憶體漏電流影響之電路，其中該第七、第八開關係
由該第一訊號控制導通。
8.　一種去除靜態隨機存取記憶體漏電流影響之方法，該靜態隨機存取記憶體包含複數個記
憶胞、至少一位元線對、一用於偵測該位元線對之電壓差之感測放大器及一校正電路，
該位元線對包含跨接於該複數個記憶胞之一第一位元線及一第二位元線，且該第一位元
線中有一第 一電容，第二位元線中有一第二電容，該方法包含以下步驟：將該第一位元
線及第二位元線預充電；將可能有漏電流之第一位元線之電壓傳送至位於該校正電路和
該感測放大器之間校正後之該第二位元線，且將第二位元線之電壓傳送至位於該校正電
路和該感測放大器之間校正後之該第一位元線，以偵測該第一及第二位元線間之偏移電
壓；以及進行讀取並透過該第一及第二電容耦合該第一位元線及第二位元線之電壓至該
感測放大器之輸入端。
9.　根據請求項 8之去除靜態隨機存取記憶體漏電流影響之方法，其中耦合該第一位元線及
第二位元線之電壓至該感測放大器之輸入端係將該第一位元線及第二位元線之電壓減去
該第一位元線及第二位元線間之偏移電壓。
10.   根據請求項 8之去除靜態隨機存取記憶體漏電流影響之方法，其中該第一位元線之電壓
傳送至校正後之該第二位元線係自連接該複數個記憶胞之第一位元線之電壓傳送至該第
二電容之下極板，將該第二位元線之電壓傳送至校正後之該第一位元線係自連接該複數
個記憶胞之第二位元線之電壓傳送至該第一電容之下極板。
圖式簡單說明
圖 1係習知之單行 SRAM電路；圖 2顯示位元線漏電流之電壓差異比較；圖 3顯示本發
明之去除靜態隨機存取記憶體漏電流影響之電路之原理示意圖；圖 4係本發明一實施例之去
除靜態隨機存取記憶體漏電流影響之電路示意圖；圖 5(a)顯示本發明去除靜態隨機存取記憶
體漏電流影響之運作階段之訊號波形圖；圖 5(b)係本發明去除靜態隨機存取記憶體漏電流影
響之電路之開關控制訊號之波形圖；圖 6(a)、6(b)及 6(c)例示本發明去除靜態隨機存取記憶體
漏電流影響之運作方式；以及圖 7係本發明與傳統方式關於位元線漏電流與存取時間之關係
圖。
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